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希土類鉄ガーネット（R3Fe5O12; RIG）はフェリ磁性絶縁体であり、優れた磁気光学効果により

光アイソレータなどへ利用される一方、近年は低スピンダンピング定数を示すことからスピン波

素子への応用が提案されている物質である。申請者らはスピン波/電圧変換材料としての応用が期

待されている RIGを対象とし、元素置換した LuFe5-2xCoxSixO12 (LFCS)薄膜のスピングラス（クラ

スターグラス）相の実現と熱履歴記憶現象（メモリ効果）による多値記憶を実証してきた 1,2)。本

発表では LFCS 薄膜の逆スピンホール効果電圧（VISHE）及びギルバートダンピング定数（α = 

γΔH/2ω）の温度依存性についての考察を報告する。LFCS薄膜は PLD法により 110−130 nm厚で

Y3Al5O12 (111)基板上に作製し、VISHEの計測を目的として 8 nm厚の Ptをスパッタ法で堆積した。

スピンポンピングは強磁性共鳴（FMR）装置を用い、9 GHzのマイクロ波印加条件で磁場スイー

プによる計測を実施した。 

図 1は LFCS薄膜（x = 0, 0.1）の逆スピンホール効果電圧（VISHE）の温度依存性を示す。VISHE

は TN付近で最大値を示し、高温・低温ともに減少が見られる。VISHEは 1/α2の比率で相関があり、

ΔH（∝α）の温度依存性について考察を進める（図 2）。LuIG （x = 0）における低温での ΔHの増

加は Impurity relaxation model で説明でき、フィッティングによって得られる最低励起状態間のエ

ネルギー分裂の値は先行文献と一致する。一方、Co-Si置換した試料においては、低温において顕

著な ΔHの増加が見られ、低温におけるスピン凍結によるダイナミクスを反映している。 
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図 1. LFCS薄膜（x = 0, 0.1）の逆スピンホール効果電圧
VISHE温度依存性 

 

図 2. LFCS薄膜の FMR半値幅
ΔH温度依存性 
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